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の中性子照射で， n 型シリコンには 3 つの欠陥 (Ec-O.15 ， Ec-O.22 , Ec-O.3geV) , P型シリ




第五章では pn接合容量に対する Deep-Level Transi ent Spectroscopy (DL TS) 法及び JFET
ドレイン電流の過度応答測定により導入される欠陥を調べている。この時 S/N 比が良好な DLTS 測
定法を提案している。これらの方法で得た結果は第三，四章のものと一致している。また2700C から
3000C付近の熱処理で n 型シリコンには 2 つの欠陥 (Ec- 0.31 , Ec-o. 45e V) , P型シリコンには



















(2) pn 接合などの DLTS，アドミタンス，相互コンダクタンスの 3つの異った測定から中性子線照
射で生じた点欠陥の複数のエネルギー準位の深さと電子・正孔捕獲断面積を求めそれらの値が互に一
致することを見出している10
(3) 上記の各準位の焼鈍特性の相違からそれぞれ Divacancy ， A 中心， E 中心などの複合欠陥を同定
し中性子線照射では電子線等に比して Divacancy の導入率が大きいことを結論している。
以上のように，本論文はシリコンの放射線損傷の基礎過程に関する重要な多くの新知見を含み半導
体物性工学上寄与するところが大きい。よって本論文は博士論文として価値あるものと認める。
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